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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА КРЕМНИЕВЫХ ДИОДНЫХ СТРУКТУР 

 

В последнее время в технологии изготовления сверхбольших интегральных схем, полупроводниковой микро- и 

оптоэлектронике широко используются ненагревные способы управления параметрами полупроводниковых 

структур [1, 2]. Например, микроволновая обработка кремниевых микроволновых диодов с p-n-переходами, 

являющимися аналогами лавинно-пролетных диодов описанных в [3], привела к улучшению параметров диодных 

структур, в частности к стабильному во времени эффекту уменьшения обратных токов на ВАХ. Данные эффекты 

объяснены возможностью влияния на структурные перестройки атермических факторов, связанных со спецификой 

воздействия на полупроводники электромагнитного излучения сверхвысокой частоты и возбуждением электронной 

подсистемы полупроводника, в результате которого возможно улучшение его параметров. 

В данном сообщении рассмотрены контактные структуры сформированные напылением пленок Pd(30 нм)–Ti(50 

нм)–Au(120 нм) на подогретую до 330
0
С поверхность n

+
-Si. Ненагревная микроволновая обработка контактной 

структуры Au-Ti-Pd2Si-n
+
-Si проводилась при частоте 2,45 ГГц и мощностью 1,5 Вт/см

2
, в течение 1-3 секунд, 

оценка повышения температуры при этом составляет не более 25 °С. Оказалось, что указанное выше воздействие 

без применения температурного отжига приводит к уменьшению удельного контактного сопротивления (ρс) 

омического контакта Au-Ti-Pd2Si-n
+
-Si за счет уменьшения количества дефектов в области контакта. Также, данный 

атермический метод обработки позволяет уменьшить усредненную величину удельного контактного 

сопротивления, и способствует более однородному распределению сопротивления по поверхности исследуемой 

пластины. Величина удельного контактного сопротивления, измеренная при комнатной температуре TLM методом 

составила 3,07∙10
-5

 Ом∙см
2
.  

Из температурных зависимостей удельного контактного сопротивления ρс(Т) контактной структуры Au-Ti-Pd-

n
+
-Si следует, что микроволновая обработка с частотой 2,45 ГГц, мощностью 1,5 Вт/см

2
 в течение 2 секунд 

уменьшает величину удельного контактного сопротивления во всем температурном диапазоне исследований. 

Полученные результаты могут быть объяснены за счет полной активации донорной примеси в пластине n
+
-кремния 

и уменьшения количества дефектов за счет релаксации механических напряжений в области омического контакта. 

Таким образом, ненагревная микроволновая обработка способствует уменьшению ρс без термического отжига 

образцов, являясь перспективной для управления параметрами контактных структур. 
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